Rys. 1. Glé6wne wymiary tranzystora

INIEJSZY artykul informuje o

danych technicznych i charak-
terystykach tranzystoréw germano-
wych TG5 i TG6 krajowej pro-
dukcji oraz o stosowanych symbo-
lach graficznych i literowych.

Dane techniczne i charakterystyki

Tranzystory TGS i TG6 sg germa-
nowymi tranzystorami warstwowy-
mi typu PNP w cbudowie metalo-
wej, ©o wymiarach podanych mna
Tys. 1. Hermetyczna obudowa zabez-

piecza je przed wplywami atmosfe-

ryczaymi. Maksymalny ciezar tran-
zystora TG5 lub TG6 wynosi 0,9 g.
Sa to tranzystory maltej mocy i ma-
lej czestotliwodei; moga one byé sto-
sowane w ukladach wzmacniajg-
cych, generacyjnych i automatyki.
Tranzystory TG6 r6znia sie od tran-
zystorow TG5 jedynie wiekszym
wspolczynnikiem szuméw. Dla tran-
zystoréw TG5 wspdlezynnik szumow
F = max 15dB, dla tranzystoréw
TG6 — F = max 30 dB (przy
—U(y[.] = 2V, -——IC = 0,5mA, Rg =
= 600 Q). Pozostale parametry sa
dla obu identyczne.

Dane maksymalne (warto$ci gra-
niczne)

—U¢B max =20V
—Ucpimax = 30V
:32;’,““ : } patrz rys. 10
max
—Ugrpoyimax = 10V
—I¢ max = 10mA
—Ioymax = S0mA
—Ig max = 11mA
_IEM max = 55mA
—Ipy max 5 mA
Tjmax = 1860°C
P . — patrz rys. 11
T, = —40°C — +60°C
K, = 2mW/°C.

Dane statyczne (T, = 25°C)

—Ippp < 15pA przy —Upp =5V,
—Icpo < 400 uA przy —Ucg =5V,
—IEBO < 20 p.A Przy _UEBO=5 V.
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TRANZYSTORY T65 i TG6

produkcji ,Tewy“

Dane dynamiczne
(T, = 25°C, f=1kHz)
Uklad OE

(—UCE' = 2V, _IC = 3 mA)
hyge = 300 = 1500 Q

hlge < 20 - 10—

h21e = 25680

hose < 300 ps

Uklad OB
(—Ugp = 2V, —I; = 3mA)
fo 300 kHz.

Na rys. 2, 3,4, 5,6, 7,8, 9, 10, 11,
12 przedstawione sa charakterystyki
omawianych tranzystoréw dla réz-
nych warunkéw ich pracy.
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Rys. 2. Charakterystyki statyczne
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Rys. 4. Charakterystyki I =
Ucg=const i Upp=F (Ugg) = const
dla matych wartoSci Ip
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Rys. 3. Charakterystyki: Ip = f (Ugy)
Iz =const i Ugg = f (Ugg) I = const
dla malych wartosci Ucg
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Rys. 5. Rozrzut charakterystyki

UBE' = f (IB) UCE = const
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Rys. 6. Zaleznoéé¢ Igy, od tempera-
tury zlgcza T,
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| | ‘ : Rys. 7. Zalezno§é parametréw h, od
S i[”“’]m ; § napiecia kolektora Ucg
—/[ =0 m4 ! ’ ! i
L =25° | ; : Stosowane symbole
— ; Symbol tranzystora typu PNP
’ (wg opracowanego w ,Tewie“ pro-
' 5 ‘ jelkitu) przedstawiony jest na rys. 13.
" _~%ﬁ¥ S L Symbole ogélne
: ‘
0 5 i y,/v]| Natezenie pradu I lub i
Urgol¥] ‘ 0 05 Napiecie U lub u
| 7% ' Moc P lub p
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__,___J ﬁljiigj i Rys. 9. Charakterystyka diody emi-
‘ terowej
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Rys. 10. Zalezno$é Upgmax I Ucpy max ©0d opornosci zewnetrznej miedzy
emiterem i bazg Rpjg
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Rys. 11. Zalezno§¢ Pp,, od tempe-
ratury otoczenia T,
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Rys. 12. Zalezno§¢ Ugg pax 0d mak-

symalnej mocy strat
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Rys. 8. Zalezno§¢ parametréow h, od
pradu kolektora Ip

Wartos¢ szezytowa

(indeks) M
Warto$¢ skuteczna

(indeks) eff ‘
Warto§é $rednia bez indeksu
Baza B
Emiter E
Kolektor C

Warto$éé maksymaidna,

graniczna (indeks) max
Warto§¢ minimailna
(indeks) min
Wartoéci chwilowe
(mate litery) i,u,p
Wartoéci srednie (du-
ze litery) Lu,p

Wartosciskuteczne (du-
ze litery z indek-

sami eff) Ie”, Ueff;
Pyt
£ — (A
B8
Rys. 13. Symbol tranzystora typu
PNP

Warto$ci szezytowe
(duze litery z indek-
sem M)

Catkowity prad

Calkowite na-
piecie

Calkowita moc

Skiadowe stale

Skiadowe
zmienne
Praktyczne zastosowanie tych

symboli dla pradu bazy pokazano

na rys. 14. Oznaczenia te obowig-

zuja dla innych pradéw, napieé¢ i

mocy.

Iy, Uy, Py

z indeksami B, E, C

zindeksami b, e, c
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Rys. 14. Graficzne przedstawienie
stosowanych symboli

Iy .. skladowa stala (wartosc
$rednia)

Igey .. wartosé skuteczna

Igy .. wartosé szczytowa

ip ... wartosé¢ chwilowa
Iy op ... warto$é skuteczna
Iy . warto$§¢ szczytowa
i .. warto§¢ chwilowa

I max -~ maksymalny, dopuszczalny
staly (lub &redni) prad
bazy

Iptmas - maksymalny, dopuszczal-
ny, szezytowy prad bazy.

Uwaga! Wartod¢ Srednia pra-

du I przyjeto oznacza¢ w technice
tranzystorowej takim samym sym-
bolem jak prad staty.

Prady

Za dodatni jest uwazany prad
plyngcy ku elektrodom. W przy-
padku tranzystoréw typu PNP je-
dynym pradem wplywajacym Jjest
prad emitera. Przed symbolem pra-
du wyplywajacego z elektrody
umieszcza sie znak matematyczny

,minus“, Wiec:
Prad bazy Ig lub i,
Prad kolektora Io lub i,
Prad emitera Ip lub i,
Prad zerowy kolektora

przy Ip=10 Iepo
Prad zerowy kolektora

przy Ig=0 Iepo
Prad zerowy kolektora

przy Upp=10 Icox
Prad zerowy emitera )

przy IC =0 1 EBO*

Sekcja Propaga:ndy Wydawnictw
Komunikacji i Egcznosci w War-
szawie, wul. Kazimierzowska 52
wysyla bezplatnie materialy in-
formacyjne o nowosciach wydaw-
niczych z dziedziny radiotechnik?

i teletechniki.

Napiecia

Napiecie oznacza sig symbolem U
lub u z dwoma indeksami. Pierwszy
indeks oznacza elektrode, na kté-
rej mierzy sie napiecie w stosunku
do drugiej, wspdlnej elektrody
oznaczonej «drugim indeksem. W
przypadku wykluczajacym pomylke

Napiecie bazy (uklad OE)
Napiecie kolektora (uklad OB)

drugi indeks mozna opuscié. Pola-
ryzacje pierwszej elektrody w sto-
sunku do drugiej
matematyczny umieszczony przed

wskazuje znak

symbolem napiecia. Znak ten umie-
szcza sie przed symbolem napiecia
tylko w przypadku znaku ,minus®.

UBE~lub Upe ”
UCB lub Uep

Napiecie kolektora (uklad OE) Uecp lub ug,
Napiecie emitera (uklad OB) Ugp lub u,
Wisteczne stale napiecie baza-emiter Uggo
Moce
Moc tracona w obwodzie kolektora Pe
Moc tracona w obwodzie emitera Pg
Maksymalna moc strat (= P¢ + Pg) Pix
Opornosci
Oporno$§é wewnetrzna miedzy baza
i emiterem Rpp
Oporno$é wewnetrzna generatora R, :
Temperatury
Temperatura otoczenia T,
Temperatura zigcza T;
Maksymalna temperatura zlgcza T3 max ) £
Przyrost temperatury ztgcza AT;
Pﬁrametry h
Uktad OB Uktad OE
Oporno$é wejSciowa przy zwartym
wyjsciu hi1p hy1e
Wspétczynnik sprzezenia zwrotnego
przy otwartym wejsciu hisp Rise
Wspoéiczynnik wzmocnienia pradowe-
go przy zwartym wyjsciu — hyyp lub a hye lub B
Przewodno$§¢ wyjéciowa przy otwar-
tym wejéciu — hagy hose
Czestotliw0sé
Czestotliwo§¢ pomiarowa f
Szerokoéé pasma Af
Czestotliwo$é graniczna ze wzgledu
na o ) fa

Symbole réznych wielkosci

Wspolczynmk szumow przy Af =
=1 Hz

Wspoétczynnik redukeji mocy
Uklad ze wspélng baza

Uklad ze wspélnym kolektorem
Uklad ze wspdlnym emiterem
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